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ASTWx350 系列高速单电源轨至轨运算放大器

数据手册



主要性能 

◼ 轨至轨输入

◼ 轨至轨输出（10mV 范围内）

◼ 高带宽：38MHz

◼ 高转换速率：22V/μs

◼ 低噪声：5nV/√Hz

◼ 低总谐波失真 (THD) + 噪声：0.0006%

◼ 单位增益稳定

◼ 微型封装

◼ 单通道、双通道�

应用场合 

◼ 手机功率放大器 (PA) 控制环路

◼ 驱动模数 (A/D) 转换器

◼ 视频处理

◼ 数据采集

◼ 过程控制

◼ 音频处理

◼ 通信

◼ 有源滤波器

◼ 测试设备

产品概况 

ASTWx350 系列轨至轨 CMOS 运算放大

器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至

轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速

运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适

合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手

机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理

（75Ω 驱动能力）以及音频和通用 应用。单

通道、双通道版本具有完全相同的规格，可最

大程度地提高设计灵活性。 

ASTWx350 系列运行在一个低至 2.5V 的

单电源上，输入共模电压范围介于接地电压

以下 300mV 至正电源以上 300mV 之

间。10kΩ 负载时，输出电压可以摆动到电

源轨的  10mV 以内。双通道设计具有完全独

立的电路，可将串扰降到最低并彻底消除相

互作用。 

单通道(ASTW350)和双通道 (ASTW2350)

采用SOIC-8 封装。工作温度范围为 -45°C 至 

85°C 。
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 引脚配置和功能 

名称 
引脚编号 

I/O 说明 ASTW350 ASTW2350 

NC 1,5,8 - 无内部连接 

-In 2 - I 反相输入 

+In 3 - I 同相输入 

V- 4 4 I 负电源 

Output 6 O 输出 

V+ 7 8 I 正电源 

Out A - 1 O 输出通道 A 

-In A - 2 I 反向输入通道 A 

+In A - 3 I 正向输入通道 A 

+In B - 5 I 正向输入通道 B 

-In B - 6 I 反向输入通道 B 

Out B - 7 O 输出通道 B 
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绝对最大额度 

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）： 

参数 最小值 最大值 单位 

电源电压 7 V 

信号输入端(2) 
电压 (V-) - 0.3 (V+) + 0.3 V 

电流 10 mA 

短路电流(3) 连续 

工作温度 -45 85 °C 

引线温度（焊接，10s） 300 °C 

结温 150 °C 

Tstg 贮存温度 -65    150 °C 

(1)超出绝对最大额定值下所列值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在极端额定值下的工作情况，这

不表示在这些条件下以及其它在超出推荐的操作条件下的任何其它操作时，器件能够正常操作. 在绝对最大额定

值条件下长时间运行会影响器件可靠性。 

(2)输入端子被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.3V 的输入信号，必须将其电流限制为 10mA 或者更

低。 

(3)对地短路，每个封装含一个放大器。

ESD 额定值 

参数 值 单位 

V(ESD)静电放电 人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) ±2000 V 

V(ESD)静电放电 充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) ±750 V 

(1)JEDEC 文档 JEP155 规定：500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2)JEDEC 文档 JEP157 规定：250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
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 推荐工作条件 

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）： 

参数 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压，(V+)-(V-) 2.7 (±1.35) 5 (±2.5) 5.5 (±2.75) V 

工作温度范围 –40 85 °C 

热性能 

参数 
ASTW350,ASTW2350

单位 SOIC-8 

RθJA结至环境热阻 140.1 °C/W 

RθJC(top)结至外壳（顶部）热阻 89.8 °C/W 

RθJB结至电路板热阻 80.6 °C/W 

ψJT结至顶部的特征参数 28.7 °C/W 

ψJB结至电路板的特征参数 80.1 °C/W 

RθJC(bot)结至外壳（底部）热阻 N/A °C/W 
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电特性 

VS = 2.7V 至 5.5V；所有规格符合 TA = 25°C，RL = 1kΩ 并连接到 VS/2 且 VOUT = VS/2（除非

另有说明）。 

参数 测试条件 最小值 典型值(1) 最大值 单位 

失调电压 

VOS 输入失调电压 VS = 5V， ±1050 

PSRR 
与电源抑制比
之间的关系 

80 µV/V 

通道分离（双通道） 直流    0.15 µV/V 

输入偏置电流 

IB 输入偏置电流 ±0.5 ±10 pA 

IOS 输入失调电流 ±0.5 ±10 pA 

噪声 

输入电压噪声，f = 100Hz 至 400kHz 4 μVrms 

en 输入电压噪声密度， f = 10kHz 7 nV/√Hz 

 输入电流噪声密度，f = 100kHz 5 nV/√Hz 

in 电流噪声密度, f=10kHz 4 fA/√Hz 

输入电压范围 

VCM 共模电压范围 TA = -40°C 至 85°C -0.1 (V+)+0.1 V 

CMRR 共模抑制比 

VS = 2.7V 

-0.1V < VCM < 2.8V
66     84 

dB 
VS = 5.5V 

-0.1V < VCM < 5.6V
    74 90 

TA = -40°C 至 85°C， 

VS = 5.5V 
-0.1V < VCM < 5.6V

74 

输入阻抗 

差分 1013 || 2.5 Ω || pF 

共模 1013 || 6.5 Ω || pF 

开环增益 

AOL 开环电压增益 

TA = –40°C 至 85°C 

RL = 10kΩ，50mV < 

VO < (V+) –50mV 95                110 

dB 

RL = 10kΩ，50mV < 

VO < (V+) –50mV 
95         110 

RL = 1kΩ，200mV < 

VO < (V+) –200mV 
95         110 

RL = 1kΩ，200mV < 

VO < (V+) –200mV 
95         110 

频率响应 (CL = 100pF) 

5

µV ±500 



参数 测试条件 最小值 典型值(1) 最大值 单位 

GBW 增益带宽积 G = 1          38 MHz 

SR 压摆率 G = 1          22 V/µs 

趋稳时间 
0.1% 

G = ±1，2V 阶跃 
0.22 

µs 
0.01% 0.5 

过载恢复时间 VIN × G = VS 0.1 µs 

THD+N 总谐波失真 + 噪声 RL = 600Ω 

VO = 2.5VPP
(2)， 

G = 1，f =1kHz 

      0.0006% 

差分增益误差 G = 2，RL = 600Ω，
VO = 1.4V 

    0.17% 

差分相位误差 G = 2，RL = 600Ω，
VO = 1.4V 

          0.17 ° 

输出 

VOUT 
相对于电源轨
的电压输出摆

幅 

RL = 10kΩ， 
AOL ≥ 100dB 

10 50 

mV 

TA = –40°C 至 85°C 

RL = 10kΩ， 
AOL ≥ 100dB 

50 

RL = 1kΩ， 
AOL ≥ 100dB 

25 200 

IOUT 输出电流  ±40 mA 

ISC 短路电流           ±80 mA 

电源 

VS 工作电压范围 TA = -40°C 至 85°C 2.7 5.5 V 

最小工作电压 2.5 V 

IQ 
静态电流（每个放

大器） 
IO=0 

5.2 7.5 
mA 

TA = -40°C 至 85°C  8.5 

温度范围 

工作温度     85 ℃ 

备注：(1) VS = 5V

(2) VOUT = 0.25V 至 2.75V
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典型应用电路 

具有增强的高频共模抑制的两级运算放大器仪表放大器原理图 

单电源视频线路驱动器 
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二阶低通滤波器 
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电源建议 

ASTWx350 的额定工作电压范围是 2.7V 至 5.5V（±1.35V 至±2.75V）；多种规格在–40°

C 至85°C 的温度范围内适用。 

布局指南 

为了实现器件的最佳运行性能，应使用良好的 PCB 布局规范，包括： 

◼ 噪声可通过全部电路电源引脚以及运算放大器自身传入模拟电路。旁路电容为局部模拟电路提

供低阻抗电源，用于降低耦合噪声。在每个电源引脚和接地端之间连接低ESR 0.1μF陶瓷旁路

电容器，放置位置尽量靠近器件。从V+ 到接地端的单个旁路电容器适用于单通道电源应用。

◼ 将电路中的模拟部分和数字部分单独接地是最为简单有效的噪声抑制方法。多通常将一层或多

层专门作为接地层。接地层有助于散热和降低电磁干扰(EMI)噪声。确保对数字接地和模拟接

地进行物理隔离，同时应注意接地电流。

◼ 为了减少寄生耦合，请让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果这些走线不能保持分离，

则敏感走线与有噪声走线垂直相交比平行更好。

◼ 外部组件的位置应尽量靠近器件。

◼ 尽可能缩短输入走线。切记：输入走线是电路中最敏感的部分。

◼ 考虑在关键走线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近走线在不同电势下产生的

泄漏电流。

◼ 为获得最佳性能，建议在组装PCB 板后进行清洗。

◼ 任何精密集成电路都可能因湿气渗入塑料封装中而出现性能变化。请遵循任何PCB水清洁过程

，建议将组装烘干，以去除清洗时渗入器件封装中的水分。大多数情形下，清洗后在 85°C 下

低温烘干 30 分钟即可。
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8 脚 SOIC 封装尺寸图 
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 外形尺寸

产品型号 封装     工作温度

ASTW350S SOIC -8 -40~85°C

ASTW2350S SOIC -8

通道数

单通道

双通道

订购信息

封装尺寸（标称值）

3.91mm x 4.90mm

3.91mm x 4.90mm-40~85°C
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